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【手続補正書】
【提出日】平成20年12月15日(2008.12.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体素子を形成するための方法であって、
　半導体基板を準備する基板準備工程と、
　半導体基板の表面の上に第１絶縁層を形成する第１絶縁層形成工程と、
　第１絶縁層の表面の上にナノ結晶層を形成するナノ結晶層形成工程と、
　ナノ結晶層の上に、傾斜の付けられた窒素含有量を有する第２絶縁層を形成する第２絶
縁層形成工程と、からなる方法。
【請求項２】
　第２絶縁層の上に第３絶縁層を形成する第３絶縁層形成工程と、第３絶縁層は第２絶縁
層より窒素含有量が低いことと、を含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　第３絶縁層形成工程は第３絶縁層の窒素含有量が第２絶縁層の傾斜の付けられた窒素含
有量の最低窒素含有量より低くなるように第３絶縁層を形成する工程を含む請求項２に記
載の方法。
【請求項４】
　含酸素雰囲気において７００～１１００℃の温度で半導体素子をアニール処理する工程
を含む請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　第３絶縁層形成工程はプラズマ窒化を用いて第３絶縁層の窒素含有量を変更する第３絶
縁層プラズマ窒化工程を含む請求項２に記載の方法。
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